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Infrarotemitterdiode 
V0125 

Infrarotemitterdioden auf GaAs-Basis in ei- 

ner rauchfarbenen 5 mm Durchmesser - All- 
plast - Linsenverkappung. 

Die Dioden weisen einen hohen Strahlungsfluß 

auf und sind für Impulsbetrieb geeignet. 

Ihr Emissionsbereich ist gut an den spektra- 

len Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoemp- 

fängern angepaßt. 
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Diese Bauelemente sind vorzugsweise als 

Strahlungsquelle im nahen Infrarotbereich 

für Anwendungen in der Unterhaltungselek- 

tronik und in der Industrieelektronik kon- 
zipiert. 

Diese Bauelemente sind insbesondere für 

IR-Fernsteuerungen geeignet. 
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Masse: 0,33 g 
Standard: TGL 55099 

Lötbar 

86105 
795410 113403 #sßt02 

Kenndaten bei &, = 25 %C 

Durchlaßgleich- 
spannung 

bei IF = 50 mA 

bei I? = 100 mA 

Strahlungsleistung 
bei Ip= 50 mA 

VQ 125 A 

VQ 125 B 

Sperrgleichstrom 

bei "R = 3V 

Wellenlänge des 
Maximums der spektr. 
Emission 

bei Ip= 50 mA 

Spektrale Strahlungs- 
bandbreite A 

Öffnungswinkel 

Schaltzeiten 

bei. IFEM = 50 mA 

Impulsanstiegszeit 

Impulsabfallzeit 

Änderungen vorbehalten! 
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Grenzdaten 

Durchlaß- 
gleichstrom 

bei 4& = 

-40 dis +25 °C Z 

Spitzendurchlaßstrom 
periodischer 

vei & = 

-40 dis +25 °C I, - 200 mA FRM 
Spitzendurchlaßstrom 

bei &, = 
0, 

-40 bdis +25 C Ir 

3perrgleichspannung 
bei "i. = 

-40 dis +85 %C % - 5 

Betriebstemperatur- 
bereich % 40 85 

Lagerungstemperatur- 
bereich B 5 35 
für 1 Monat Srg 75 100 %C 

E Lötbedingungen (Schwall- und Tauchlötung) 

240 260 ° 
2,5 4 8 

2 mm vom Gehäuse 

Löttemperatur 
Lötzeit 
Lötabstand 

Durchlaßgleichstrom 
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mittlere Temperaturabhängigkeit 
der Durchlaßgleichspannung. 
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zulässige Impulsbelastbarkeit 
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60 °C 700 

mittlere Temperaturabhängigkeit 
der Strahlungsleistung 
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Relative spektrale Emission 
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Mittlere Strahlungsleistung 
in Abhängigkeit vom Durch- 
laßstrom 
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Maximal zulässiger Durchlaögleichetrom 
und periodischer Spitzendurchlaßstrom 
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Definition der Schaltzeiten 

gEometrische 
Achse 

Haltwinkel $ 
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Synchronisation 

3gP 103 nach TGL 29969 
Prinzipsohaltung zur Ermittlung 
der dynamischen Kenngrößen 
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Abstrahlcharakteristik 

veb werk für fernsehelektronik berlin 
im veb kombinat mikroelektronik 

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße 
Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007 

elektronik 
' export-import 
Volkseigener Außenhandelsbetrieb der | 

Deutschen Demokratischen Republik 
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 ‘ 

Telex: BLN 114721 elei 

1-6-1 NT Ffo. 962—386 Ag 05/047/86 


